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(TlGaSe2)1-X(TlInS2)X bərk məhlulunun fotokeçiriciliyi tədqiq olunmuş 
müəyyən oblastda x= 0~0,4 tərkiblərində fotokeçiriciliyin maksimumunun 
xətti dəyişdiyi, x=0,6~1 tərkibində isə xəttiliyin pozulduğu aşkar olunmuşdur. 

Son illər dar zolaqlı bəsit maddələrlə (Si,Ge və s.) yanaşı, geniş qadağan 
olunmuş zonaya malik AIIIBV və AIIBVI tip birləşmələr əsasında yaranan müxtəlif 
strukturlar intensiv tədqiq edilsə də, müəyyən praktiki şəraitlərdə onların fiziki 
parametlərinin dayanıqsızlığı, yeni materialların alınmasını tələb edir. 

Hazırda tədqiqatçıların geniş tədqiqat obyektinə çevrilmiş material-
lardan biri laylı və zəncirvari quruluşa malik AIIIBIIIC2

VI tipli yarımkeçirici 
birləşmələrdir. Bu materialların deffektli quruluşa malik olmasına baxmayaraq 
onların ultrabənövşəyi, görünən, infraqırmızı, rentgen və qamma şüalara qarşı 
yüksək həssaslığa malik olması onların öyrənilməsinin aktuallığını artırır.  

Baxılan işdə (TlGaSe2)1-x(TlInS2)X bərk məhlullarının fotokeçiriciliyi öy-
rənilmişdir. Fotokeçiriciliyin spektral xarakteristikası 300 K temperaturda 
çıxarılmışdır.  
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Şəkildən göründüyü kimi bərk məhlulların fotohəssaslığı 1,2-dən 2,5 ev-a 
qədər geniş spektral oblastı əhatə edir və xarakteristika mürəkkəb xarakter 
daşıyır. X=0-0,4 tərkiblərində fotokeçiriciliyin maksimal qiymətinin azalmasının 
yarısına uyğun enerji böyük enerjilərə doğru xətti yerini dəyişir, x=0,6-1 tərkibləri 
üçün bu xəttilik pozulur. X=0,9 tərkibinə uyğun fotokeçiriciliyin spektral 
paylanma əyrisində 2,26 və 2,1 eV enerjilərdə iki maksimum müşahidə olunur, 
x=0,8 tərkibli kristalda isə bu maksimumlar 2,35 və 1,95 eV-a təfavüq edir.  
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Рамановская спектроскопия – мощный инструмент для дистан-
ционного метода исследования спектра структуры различных объектов: 
газов, жидкостей и твердых тел. Современные методы передачи 
информации основываются на волоконных системах связи. В волоконно-
оптических датчиках лазерный луч распространяется по волокну и 
фиксирует все изменения в волокне. Поднять уровень полезного сиг-
нала в волокне можно при использовании метода когерентного анти-
стоксового рассеяния света (КАРС). Уровень полезного синала в CARS- 
методе по сравнению с обычным спонтанным рамановским рассеянием 
на несколько порядков выше. Сравнение сигналов антистоксовой 
компоненты при спонтанном комбинационном рассеянии и при КАРС 
показывает, что генерируемый антистоксовый сигнал в КАРС- методе в 
сравнении с сигналом спонтанного комбинационного рассеяния отли-
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